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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成28年3月17日(2016.3.17)

【公表番号】特表2014-508318(P2014-508318A)
【公表日】平成26年4月3日(2014.4.3)
【年通号数】公開・登録公報2014-017
【出願番号】特願2013-549914(P2013-549914)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｆ   7/32     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/40     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｆ    7/32     ５０１　
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５０２Ｒ
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５６９Ｅ
   Ｇ０３Ｆ    7/40     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５１５Ｄ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年1月28日(2016.1.28)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１質量％の水溶液の状態で２５ｍＮ／ｍ未満の静的表面張力を示す界面活性剤Ａを、線
間間隔が５０ｎｍ未満のパターンを有する集積回路を製造するために使用する方法であっ
て、
　上記界面活性剤（Ａ）が、トリフルオロメチル、ペンタフルオロエチル、１－ヘプタフ
ルオロプロピル、２－ヘプタフルオロプロピル、及びペンタフルオロスルファニルからな
る群から選択される３個以上の短鎖全フッ素化基Ｒｆを含み、
　全フッ素化基Ｒｆが、同一の多価中心部分Ｂに結合されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　界面活性剤Ａ中の全フッ素化基Ｒｆが、共有結合、ケイ素原子、窒素原子、リン原子、
酸素原子、硫黄原子、及び二価の有機架橋基Ｌからなる群から選択される架橋部Ｘを介し
て多価中心部分Ｂに結合し、
　Ｒｆ、Ｂ、及びＸが、一般の式Ｉ
　　（ＲｆＸ－）ｎＢ－　　（Ｉ）
　で表される疎水性基Ｄ（但し、指数ｎは、３以上の整数）を構成している請求項１に記
載の使用方法。
【請求項３】
　界面活性剤Ａが、１個以上の疎水性基Ｄを含む請求項１又は２に記載の使用方法。
【請求項４】
　１個以上の疎水性基Ｄが、
　共有結合、ケイ素原子、窒素原子、リン原子、酸素原子、硫黄原子、又は二価の有機架
橋基Ｌからなる群から選択される架橋部Ｙを介して、アニオン基、カチオン基、及び非イ
オン基から成る群から選択される親水基Ｅに結合し、；
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　上記Ｄ、Ｙ、及びＥが、一般の式ＩＩ
　　（ＤＹ－）ｍＥ　　（ＩＩ）
　の界面活性剤Ａ（但し、指数ｍは１以上の整数）を構成している請求項２又は３に記載
の使用方法。
【請求項５】
　界面活性剤Ａを、
　浸漬フォトレジスト層と、マスク及び浸漬液を介して活性光線で露光されるフォトレジ
スト層のための現像液と、３２ｎｍ以下の線間間隔及び１０より大きいアスペクト比を有
する高アスペクト比構造を備えるパターン化材料層を洗浄するための化学洗浄液と、にお
いて使用する請求項１～４の何れか１項に記載の使用方法。
【請求項６】
　パターン化材料層が、現像されるパターン化フォトレジスト層、パターン化バリア材料
層、パターン化マルチスタック材料層、及びパターン化誘電体材料層からなる群から選択
される請求項５に記載の使用方法。
【請求項７】
　界面活性剤Ａが、
　パターン崩壊を防止するため、エッジ粗さを減少させるため、ウォーターマーク欠陥の
防止及び除去のため、及び粒子除去による欠陥を防止するために使用される請求項１～６
の何れか１項に記載の使用方法。
【請求項８】
　集積回路が、大規模集積（ＬＳＩ）、超大規模集積回路（ＶＬＳＩ）、又は極超大規模
集積回路（ＵＬＳＩ）を有する請求項１～７の何れか１項に記載の使用方法。
【請求項９】
　（１）浸漬フォトレジスト層を有する基板を供給する工程；
　（２）マスク及び浸漬液を介してフォトレジスト層を活性光線で露光する工程；
　（３）露光されたフォトレジスト層を現像液で現像して５０ｎｍ未満の線間間隔及び３
より大きいアスペクト比を有するパターンを得る工程：
　（４）現像されたパターン化フォトレジスト層に化学洗浄液を施す工程；
　及び、
　（５）化学洗浄液を施した後に、基板を回転乾燥する工程；
　を有し、
　浸漬フォトレジスト、現像液、及び／又は化学洗浄液が、１種以上の前記界面活性剤Ａ
を含むことを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の使用方法。
【請求項１０】
　現像されたパターン化フォトレジスト層が、３２ｎｍ未満の線間隔及び１０より大きい
アスペクト比を有することを特徴とする請求項９に記載の使用方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００８５】
　化学洗浄溶液用の界面活性剤として好適な、トリス（ペンタフルオロエチル）メタンス
ルホン酸ナトリウム塩及びトリス（ヘプタフルオロプロプ－１－イル）メタンスルホン酸
ナトリウム塩の同族体を、以下のように試験した。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【００８８】
　０．０１質量％ほどの含有率でトリス（ヘプタフルオロプロプ－１－イル）メタン同族
体スルホン酸ナトリウム塩は、１７．５ｍＮ／ｍの静的表面張力を有していた。ＣＭＣは
、０．２５質量％であった。
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